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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR WAFERS FROM MONOCRYSTALLINE SILICON
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HALBLEITERSCHEIBEN AUS EINKRISTALLINEM SILIZIUM

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing semiconductor wafers from monocrystalline silicon, comprising drawing
a cylindrical portion and subsequently an end cone of a monocrystal of silicon from a melt which is contained in a crucible; wherein the
drawing speed during drawing of the end cone remains substantially constant with respect to the drawing speed during drawing of the
cylindrical portion end region; rotating the crucible at a rotational speed and in a rotational direction during drawing of the cylindrical
portion and the end cone of the monocrystal; and separating the semiconductor wafers of monocrystalline silicon from the cylindrical
portion of the monocrystal, characterised in that the drawing speed, during drawing of the end cone, is at least greater than 0.46 mm/
min, the rotational direction of the crucible is continuously changed and an amplitude of the rotational speed before and after the change
in rotational direction is not less than 6 rpm.

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Halbleiterscheiben aus einkristallinem Sili-
zium, umfassend das Ziehen eines zylindrischen Abschnitts und nachfolgend eines Endkonus eines Einkristalls aus Silizium aus einer
Schmelze, die in einem Tiegel enthalten ist; wobei die Ziehgeschwindigkeit beim Ziehen des Endkonus gegeniiber der Ziehgeschwin-
digkeit beim Ziehen des zylindrischen Abschnittsendbereichs im Wesentlichen konstant bleibt; das Drehen des Tiegels mit einer Dreh-
geschwindigkeit und in eine Drehrichtung wéhrend des Ziehens des zylindrischen Abschnitts und des Endkonus des Einkristalls; und das
Abtrennen der Halbleiterscheiben aus einkristallinem Silizium vom zylindrischen Abschnitt des Einkristalls, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ziehgeschwindigkeit wihrend des Ziehens des Endkonus mindestens grofer als 0,46 mm/min betragt, dabei die Drehrichtung
des Tiegels fortgesetzt gewechselt wird und eine Amplitude der Drehgeschwindigkeit vor und nach dem Wechsel der Drehrichtung
nicht weniger als 6 U/min betragt.



